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(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к технологии
изготовления слоев пористого кремния,
выполненных на поверхности
монокристаллического кремния, которые могут
быть использованы в оптике и оптоэлектронике.
Способ заключается в формировании на
поверхности исходной подложки
монокристаллического кремния слоя пористого
кремния путем ионной имплантации ионами
металлов серебра или кобальта с энергией 10-50
кэВ, дозой облучения, обеспечивающей
концентрацию вводимых атомов металла в

облучаемой подложке 3·1020-6·1023 атомов/см3,

плотностью тока ионного пучка 2·1012-1·1014 ион/

см2 с и при температуре подложки во время
облучения 20-400°C. Изобретение обеспечивает
возможность изготовления слоев пористого
кремния непосредственно на поверхности
монокристаллического кремнияметодом ионной
имплантации с исключением из технологической
цепочки операции высокотемпературного отжига
получаемых изделий. 9 ил., 3 пр.

(56) (продолжение):
1994, vol.64, No.10, p.p.1259-1261. PIRYATINSKIĬ YU. P. et al, Photoluminescence of Porous Silicon
Layers Formed in Ion-Implanted SiliconWafer, "Technical Physics Letters", 2000, vol.26, No.11, p.p.944-
946
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(54) METHOD OF PRODUCING POROUS SILICON
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: method includes forming on the

surface of an initial monocrystalline silicon substrate a
layer of porous silicon via ion implantation of silver or
cobalt ions with energy of 10-50 keV, a radiation dose
which provides concentration of embeddedmetal atoms

in the irradiated substrate of 3·1020-6·1023 atoms/cm3,

current density of the ion beam of 2·1012-1·1014 ions/

cm2 s with substrate temperature during irradiation of
20-400°C.

EFFECT: obtaining layers of porous silicon directly
on the surface of monocrystalline silicon by ion
implantation while excluding high-temperature
annealing of the obtained articles from the process.

9 dwg, 3 ex
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